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Choisir la bonne réponse,
I. & laempérature T = 07K, un semi-conducteur intrinséque est un ;
a) isolant parfait,
by condueteur pacfait.
£) conducteur,
I, O oblient un semi-conducteur de type N en dopant le silicium avee
) des impuretds de type donneurs.
by des impuretés de 1ype accepleurs.
¢ I'indium.
3. On abtient un semi-conductewr de tvpe P en dopant le silicium avee ;
a} desimpurelds de tvpe accepteurs,
bl des impuretés de type donneurs,
¢} le phosphore.
4. Lamobilité des porteurs dans un semi-conducleur dépend:
&) de la température, du dopage et du champ électrique 5°il est forr
b} de la température, du dopage et du champ électrique =il est faible.
¢} de la température seulement.
3. En dehors de la zone de charge d’espace dune jonetion PN non polarisée, le champ €lectrigue
esf sIppose:
a) dilférent de zéro.
by nul,
c)  variable.
b, La polarisation inverse o'une jonstion PN ;
) entraine une diminscion de la hauteur de barriére énergétigue entre les regions Pet N,
b} entraive une gugmentation de [a haweur de barridre énereétique entee les regions P ot N,
<) n'influe pas sur la hauleur de barriére énergétique entre les regions P et M.
T Qu'est-ce gui erée le déplacement des porteurs dans une jonction PN 7
al Le ¢champ électrique seulement,
by Le champ électrique ¢t Ia différence de concentration des porteurs.

£) La différence de concentration des porteurs seulement.
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8. Pour un transisior non polarisé :
a) Les niveaux de FERMI ne sont pas alignés.
b} Les niveaux de FERMI sont alignds seulement dans 'émettenr et 1a basc,
¢} Les niveaux de FERMI dans 'émettens, la base, le collecteur sont alignés.

9. Lerégime normal inversé d'un transistor bipolaire est:

a) trés impartanl,
b d'une importance movenne,
&) A0S impoTiance pratigue.
[0, En régime saturé ¢ un transistor bipolaire:
4} Lajonction BC est polarisée en direct et la jonetion BE 2n inverse.
bl Lajonction BE est polarisée en direet et la jonction BC en inverse,

o Les deux jonctions sont polarisées en direcl,

Exercice 2 : {11 pts)

* Repondre bridgvement aux questions suivantes :
L. Ot dope un semi-conducteyr pour SUEMENIET ...t eee e
2. La présence d'un gradient de concentration des porteurs engendre U0 .., ..vvevieainseeei, Sila
periurbation qui erée ce gradient est maintenue en permancnce, il va v aveir apparition d'un

a)
k)

4. Le tertne fransisior résulte de 1o combingizot 1 cooii i iiririnininss

LT R P B T e T L = A

6, Caleuler le courant de saturation [y, d'ine diode & 300°K, sachant que la tension 4 ses bomes

eslde 0,7 ¥ et le courant qui 1a traverse est de 10 mA,

Bonne chanee

Ba
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Exercice 1 : (10 pts)
Choistr la bonne réponse.
1. Al température T = 07K, un semi-conductenr intrinséque est un

~oa) isolant parfait.

by conducteur parfail.
ol conducteur.
2. U obiient un semi-conducteur de type W en dopant le stlicium avee
< a) des impuretés de tvpe donneurs.

b) «des impuretds de 1vpe accepleurs,

el indivm.
3. On abtient un semi-conducteur de type P en dopant e siliciem avee :

oy 41 des impuretdés de tvpe siceepienrs.

I} des impureetés de type donnenrs.
¢} le phosphore.
4. Lo mobilité des porlewrs dans un semi-conducteur deépend;

g de la température, du dopage et du champ électrigue 8%il est fort,

by de la température, du dopage ot du champ électrique 5"l est faible

c) e la température seulement,
50 En dehors de fa zope de charge diespace d'une jonction PN non polarisée. le champ électrigue
esl supposd:

a) différent de zéro.

= by nul

o) variahle.
b Lo polartsution inverse d 'une jonction PN ;
a) entraing ung cimimntion de la hameur de barrére Snerpénigue enire les regions P et N,
b entraine une awgremiation de 1 haoteur de bareiére fnergétique entree les regions P et N,
¢l n'influe pas sur la hauteur de barricre éncreclique entre les regions P et M.
7o Qwiest-ce qui crée le déplacement des porteurs dans une jonetion PN 7

al Le champ électrigue seulement.

“=a by Le champ éleetrigue et la différence de concentration des porteurs.

¢d La différence de concentralion des porteurs seulement.
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8. Pour un transistor non polarisé
a) Les miveaux de FERMI ne sont pas alignes,
by Les niveaus de FERMI sont alipnés seulement dans I'émetteur e Ia base,

"2 ) Les niveanx de FERMI dans I'émetteur, la base, le eolleetenr sont alignés,

9. Le régime normal inversé d'un transistor bipolaire est:
a1 trés important.
by d'une impartance mavenne,

s C] o sans imparlance prafigue.

L En régime saturd d un transistor bipolaire;
a) La jonction BC est polarisée en diveet et la jonction 132 en inverse.
bl La jonetion BE est polarsée en direet el Ja jonelion BC en inverse.

o €l Les denx jonctions sont polarisces en direet.

Exercice 2 : {10 pts)
o
1. On dope un semi-conducteur pour augmenter sa conductivitd, i

2. La présence d'un gradient de concentration des porleurs engendre un eourant de diffusion. 5i la
pertarbation qui erée ce gradient est maintenve en permanence, il va v avoir apparition d’un champ

électrigue interne, P

3, La polarization directe d'une jonction PN entaing
vboay wne diwinndion de la hauteur de barriere énergétique entre les regions I* et N,

AT Iy une disinngion de IPépaissenr de 1a zone de charpe d'espace

4. Le terme frgnsisior résalte de 1z combingison ; Transfert resistor.

r’?|

3, Llellist transistor consiste d injecter des porteurs d'un émetteur fortement dopé vers noe

base asser ppipee. on ils deviennent minoritaires et dlod evice au chapm iverse intense, ils

sont collectés vers Ia réejon do colleeteur. [~ )

O Tgop 8 300°K (Vy = 0.7 Vet I, =10 mA):

5 )
Ip = Iony (P (_D) N 1] = Foy = ——g—— = L = 2.03 X 1071 4
Uz /7 Eexp IIU—":'II -1 e
I T R

avee : Uy = 26 mV a 300 °K.

o
-
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